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【はじめに】集積回路では電力消費の変動

による電圧降下やノイズに対応するため、

デカップリングキャパシタを近接して形成

する。最近では、集積回路の配線層に形成す

る MIM(metal-insulator-metal)のオンチップ

キャパシタ)が、チップ面積を増大すること

なく高周波ノイズを除去できることで注目

されている[1]。世代が進むにつれて大容量

が要求されており、MIMキャパシタの薄膜

化、あるいは複数の並列接続が行われてい

る。高誘電体薄膜 HfO2膜の検討も進んでお

り、43fF/m2の容量密度の報告もある[2]。

本研究では比誘電率が 28 の高誘電体とし

て知られる CeOx膜を用いてMIMキャパシ

タの形成を行ったので、報告する。 

【試料作製方法】MIMキャパシタの下部電

極、および上部電極はスパッタリングで成

膜した W を用いた。CeOx膜は電子線蒸着

により形成し、膜厚は 10nmとした。キャパ

シタは FG(3％H2, 97%N2)雰囲気中 420℃で

30分間熱処理した。 

【測定結果】Figure 1に、CeOxのMIMキャ

パシタの容量-電圧(CV)特性を示した。電圧

によって容量の変化と測定周波数による容

量分散がみられる。1MHz測定で 1V時の容

量で酸化膜換算膜厚(EOT)は 1.6nm が得ら

れ、比誘電率は 25となった。Figure 2 に 0V

時の容量の周波数特性を示しており、10kHz

を境に容量の低下がみられる。CeOx膜は結

晶粒子径によって誘電緩和が引き起こされ

る周波数が異なるという報告[3]があり、

CeOx 膜の成膜プロセスの工夫によって改

善できると考えられる。 

【まとめ】本研究では CeOx膜のMIMキャ

パシタの電気的評価を行った。周波数分散

が大きい特性を得たものの、比誘電率が 25

で、25fF/m2の容量密度を得た。 
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Figure1 CV characteristics of a CeOx MIM 
capacitor. 

 

Figure 2 Frequency dependent capacitance of a 

CeOx MIM capacitor. 
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